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Titel: Mindestens zweischichtiges Substrat fur die Mikrolithographie 

UnsereAkte: P 1885 

Aktenzeichen: 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Substrat insbesondere fur die EUV- 
Mikrolithographie, die Herstellung eines derartigen Substrats, sowie die Ver- 
wendung dieses Substrats als Substrat fur Spiegel und/oder Masken bzw. 
Mask-Blanks in insbesondere der EUV-Mikrolithographie. 

Bei der Herstellung integrierter Schaltkreise geht die Tendenz zu immer klei- 
ner werdenden Strukturen auf den Chips, Urn derartige Chips herzustellen, 
werden daher Lithograhie-Systeme erforderiich, welche mit zunehmend kleine- 
ren Belichtungswellenlangen arbeiten konnen. Derzeit werden Wellenlangen 
von 248, 193 bzw. 157 nm verwendet. Fur die Zukunft ist fur solche Lithogra- 
phie-Systeme die Anwendung von elektromagnetischer Strahlung im soge- 
nannten extremen UV-Bereich, insbesondere im Bereich von 11 bis 14 nm, 
vorgeschlagen worden. In diesem Bereich wird man von einem bisher Ubiichen 
Transmissionssystem auf ein Reflexionssystem mit reflektierenden optischen 
Elementen und Masken ubergehen. Bisher sind fur derartige reflektierende 
Systeme nur wenige Substrate fur Masken und auch Spiegel fQr die dazuge- 
horige Optik beschrieben worden, welche den extremen Anforderungen dieser 
Technik genugen, 

DE 198 30 449 A1 beschreibt ein Spiegelsubstrat, bei welchem auf einem 
Substratkorper mit hoher thermischer Leitfahigkeit, insbesondere Silizium, ei- 
ne dunne amorphe Schicht aus Quarzglas, amorphem Siliziumdioxid oder A- 
luminiumoxid aufgebracht wird. 

US 6,159,643 beschreibt eine Reflexionsmaske, umfassend eine musterbil- 
dende Schicht und ein Substrat, wobei das Substrat eine Oberflachenschicht 
mit einer optischen Flachheit von dem Viertel einer Wellenlange oder besser 
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aufweist, und einer Unterschicht mit einem thermischen Ausdehnungs- 
koeffizienten a (bzw. CTE) von weniger als 1,0 ppmrc. Insbesondere wird als 
Deckschicht Silizium verwendet. 

Diese beiden Schriften beschreiben die Verwendung von Silizium als eine der 
Schichten in einem Substrat fur die EUV-Llthographie. Silizium weist jedoch 
eine hohe thermische Leitfaliigkeit und eine hohe Warmeausdehnung auf, 
was fur die EUV-Lithographie nachteilig ist. 

WO 01/07967 A1 und WO 01/08163 A1 beschreiben Masken beziehungswei- 
se Spiegel fur die EUV-Lithographie, wobei als Substrat titandotiertes hochrei- 
nes Siliziumdioxidglas dient. Diese Materialien haben jedoch aufgrund ihres 
spezifischen Herstellungsprozesses in der Regel eine fur eine Anwendung in 
der EUV-Lithographie unzureichende Homogenitat. 

Glaskeramiken wie Zerodur® eignen sich aufgrund ihrer extrem geringen 
Warmeausdehnung und sehr guten Homogenitat fur die Anwendung als Mas- 
ken und/oder Spiegel fur die EUV-Lithographie. 

Aus diesem Grunde wurden erste optische Systeme auf der Basis von Zero- 
dur®-Substraten hergestellt. Dabei wurde festgestellt, dass diese zwar mit 
herkommlichen Methoden auf eine spezifikationsgerechte Oberflachenrauhig- 
keit von 0,1 nm poliert werden konnen, diese Rauhigkeit jedoch beim an- 
schlieliend ubiichen lonenstrahlatzen verloren geht Die Oberfldchen rauhigkeit 
erhaht sich nach dieser Behandlung um einen Faktor 2 bis 5. Da jedoch Ober- 
flachenrauhigkeiten von 0,1 nm fur Substrate fur die EUV-Lithographie erfor- 
derlich sind, ist der Einsatz derartiger Substrate fQr produktionstaugliche opti- 
sche Systeme eingeschrSnkt. 
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Somit bestand die Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung 
neuartiger Substrate fur Spiegel und/oder Masken. welche in der EUV- 
Lithographie venA/endet werden kOnnen und welche die Nachteile des Stands 
der Technik nicht aufweisen. 

Die vorstehende Aufgabe wird durch die in den Anspruchen beschriebenen 
AusfQhrungsformen der vorliegenden Erfindung gelost. 

insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Substrat fur die EUV- 
Mikrolithographie (EUV „Extreme Ultraviolet"), umfassend mindestens eine 
Deckschicht und mindestens eine Basisschicht, wobei die Basisschicht einen 
thermischen Ausdehnungskdeffizienten von hochstens 0,1 ppm^C aufweist 
und wobei die Deckschicht einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 
hochstens 1 ,0 ppm^C aufweist. 

GemSR der Erfindung umfasst der Bereich des „extremen UV" insbesondere 
elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlange im Bereich von 1 1 bis 14 
nm. 

ErfindungsgemaR wurde gefunden, dass der vorstehend beschriebene Nach- 
teil von Materialien wie Glaskeramiken bzw. Keramiken uberraschenderweise 
durch das Aufbringen einer Deckschicht mit geringer thermischer Ausdeh- 
nung, umfassend beispielsweise Siiiziumdioxid, auf eine Unterschicht, umfas- 
send ein Material mit einer sehr geringen Warmeausdehnung, wie eine Glas- 
keramik, behoben werden kann. Insbesondere kann diese Basisschicht eine 
schlechtere Oberflachenrauhigkeit aufweisen, und es ist trotzdem moglich, die 
fur die Mikrolithographie erforderliche Oberflachenrauhigkeit durch die Deck- 
schicht einzustellen. 
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Das erfindungsgemaSe Substrat weist somit mindestens eine zweischichtige 
Struktur auf, wobei mindestens eine sogenannte Basisschiclit und mindestens 
eine sogenannte Deckschicht vorliegen. 

Vorzugsweise hat das erfindungsgemaUe Substrat. bestehend aus mindes- 
tens einer Basisschlclit und mindestens einer Deckschicht, eine geringe War- 
meausdehnung (CTE < 1 ppm/X) im Gegensatz zu einem Kristall, speziell Si- 
lizium (CTE > 2 ppm/°C), als Substratmaterial. 

Besonders bevorzugt weist die Basisschicht Oder die Basisschichten eine so- 
genannte Nahe-Null-Ausdehnung, wie nachstehend definiert. auf. Auch die 
Deckschicht(en) und/oder vorzugsweise auch ggf. vorhandene weitere Schich- 
ten weisen eine geringe Warmeausdehnung von < 1,0 ppm^C, vorzugsweise 
<0,5ppm/°C, auf. 

Unter einer Basisschicht bzw, unteren Schicht wird bzw, werden diejenige 
Schicht bzw. diejenigen Schichten verstanden, welche der spateren Substrat- 
oberflache, beispielsweise der reflektierenden Oberflache einer Maske oder 
eines Spiegels fur die EUV-Lithographie. abgewandt ist/sind. 

ErfindungsgemaB umfasst die mindestens eine Basisschicht vorzugsweise ein 
Material mit einem sehr geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten a 
(bzw. CTE), Vorzugsweise weist diese Schicht bzw. das Material dieser 
Schicht einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von hSchstens 0,1 
ppmrc, mehr bevorzugt einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 
hochstens 10 ppb^C auf. Besonders bevorzugt handelt es sich um ein soge- 
nanntes „Nahe-Null-Ausdehnungsmaterial", welches in einem Temperaturbe- 
reich von -40°C bis +400°C, vorzugsweise in einem Temperaturbereich von 0"* 
bis 50 ""C, im wesentiichen keine Dimensionsanderung erfahrt. d.h. einen CTE 
von hochstens 10 ppbrc aufweist. 
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Vorzugsweise umfasst die Basisschicht des erfindungsgema&en Substrats ei- 
ne Keramik und/oder Glaskeramik. Als Glaskeramiken kdnnen beispielsweise 
die im Handel eriialtlichen Produkte Zerodur® (SCHOTT Glas), Zerodur M® 
(SCHOTT Glas). ClearCeram® (Ohara) oder andere Glaskeramiken mit gerin- 
ger Warmeausdehnung genannt werden. Als Keramiken sind solche mit ei- 
nem thermischen Ausdehnungskoeffizienten < 0,1 ppm wie z.B. cordierithalti- 
ge Keramiken, aber auch Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde (z.B. fa- 
serverstarkte Materialien mit geringer thermischer Ausdehnung) geeignet. 
Auch SiC, Aluminiumoxid und/oder Gemische davon konnen als Substratma- 
terial dienen. 

Glaskeramiken sind anorganische, nicht porose Materialien mit einer kristalli- 
nen Phase und einer glasigen Phase. 

Erfindungsgemafi sind als Basisschicht Zerodur® und dessen Varianten (z.B. 
Zerodur M®) bevorzugt. 

Zerodur® wurde erstmals in DE 19 02 432 beschrieben. Bei Zerodur M® han- 
delt es sich um eine im wesentlichen Magnesiumoxid-freie Zerodur®- 
Zusammensetzung, welche beispielsweise in US 4,851,372 beschrieben ist. 
Eigenschaften und Zusammensetzung von Zerodur® und Zerodur M® sind im 
Stand der Technik bekannt und beispielsweise in „Low Thermal Expansion 
Glass Ceramics", H. Bach (Herausgeber), Schott Series on Glass and Glass 
Ceramics, Sience, Technology, and Applications. Springer Verlag, beschrie- 
ben worden. 

Zerodur® enthalt 70 bis 80 Gewichtsprozent Kristallphase bzw, kristalline 
Phase mit der sogenannten "Hoch-Quarz"-Struktur. Diese weist eine negative 
lineare Warmeausdehnung auf, wahrend die der glasigen Phase bzw. der 
Glasphase positiv ist. Die besondere Zusammensetzung des Basisglases der 
Glaskeramik Zerodur® und definterte Kristallkeimbildung und Kristallisations- 
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bedingungen resultieren in einem Material mit extrem geringer Warmeaus- 
delinung, welche in bestimmten Temperaturbereiclien Null oder leicht negativ 
sein kann. 

Die Dicke der Basisschicht betragt vorzugsweise mindestens 5 mm, so dass 
deren physikalische Eigenschaften, insbesondere deren Warmeausdehnung, 
die des Gesamtsystems aus Basis- und Deckschicht bestimmten. Die Oberfla- 
chenrauhigkeit der Basisschicht vor Auftrag der Deckschiclit betragt vorzugs- 
weise hochstens 1 nm rms, mehr bevorzugt hochstens 0,5 nm rms. 

ErfindungsgemaS ist uber der Basisschicht bzw. den Basisschichten mindes- 
tens eine Deckschicht angeordnet, so dass sich ein mindestens zweischichti- 
ges Substrat fur die EUV-Lithographie ergibt 

Die Deckschicht kann aus mehreren Einzelschichten mit ggf. unterschiediicher 
Zusammensetzung und/oder unterschied lichen physikalischen Eigenschaften 
aufgebaut sein. Beispielsweise kann sich die Dotierung der Deckschicht auf 
der Seite, welche nahe der mindestens einen Basisschicht liegt, im Vergleich 
zu der der Basisschicht abgewandten Seite sprungartig oder auch graduell 
verandern. Sofern im folgenden der Begriff Deckschicht verwendet wird, ist die 
gesamte, ggf. aus mehreren Einzelschichten zusammengesetzte Deckschicht 
gemeint. 

Die Deckschicht bzw. das Material der Deckschicht weist einen thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von hochstens 1,0 ppmrc, vorzugsweise hochs- 
tens 0,5 ppmrc, auf. 

Die Deckschicht weist vorzugsweise eine Starke bzw. Dicke von 0,01 bis 100 
|jm, mehr bevorzugt von 0,1 bis 50 |jm, am meisten bevorzugt 0,1 bis 10 pm 
auf. Ferner weist diese Deckschicht vorzugsweise eine Oberflachenrauhigkeit 
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von hochstens 0,5 nm rms, mehr bevorzugt von hochstens 0,2 nm rms und 
am meisten bevorzugt von hochstens 0.1 nm, auf. 

Die Deckschicht umfasst vorzugsweise Siliziumdioxid, wobei dieses gegebe- 
nenfalls mit Titanoxid und/oder anderen Metalloxiden und/oder Fluor, sowie 
Gemischen dieser Komponenten dotlert sein kann. Mittels einer Dotierung mit 
Titanoxid kann der Warmeausdehnungskoeffizient einer Siliziumdioxiddeck- 
schicht an den Warmeausdehnungskoeffizienten der Basisschicht angepasst 
werden. Vorzugsweise ist eine Siliziumdioxiddeckschicht mit einem Gehalt von 
5 bis 10 Gew.-% Titanoxid dotiert. 

Das erfindungsgemaHe Substrat kann zwischen der Basisschicht und der 
Deckschicht gegebenenfalls eine Haftschicht umfassen. Mehr bevorzugt wird 
jedoch die Deckschicht direkt auf die Basisschicht aufgebracht. Es wurde ge- 
funden, dass wahrscheinlich aufgrund der geringen Dicke der Deckschicht und 
der nur geringfugig unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeifizienten von 
Deckschicht und Basisschicht die Deckschicht auch bei Temperaturanderung 
keine Risse entwickelt, sondern auch nach Aufwarm- und Abkuhlzyklen unzer- 
stort und fest auf der Basisschicht haften bleibt. 

GemaS einer bevorzugten Ausfuhrungsform bedeckt die Deckschicht die O- 
berflache der Basisschicht vollstandig. Es ist jedoch erfindungsgemaR mog- 
lich. dass die Deckschicht einen Randbereich der Basisschicht nicht bedeckt. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Herstellung des erfindungsgema- 
Ben Substrats fur die EUV-Mikrolithographle, umfassend die Schritte 

(a) Bereitstellen einer Basisschicht, welche einen thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten von hochstens 0,1 ppm^C aufweist, 

(b) Aufbringen einer Deckschicht, welche einen thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten von hbchstens 1,0 ppm/^'C aufweist, und 
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(c) gegebenenfalls Polieren der Deckschicht. 

Vorzugsweise wird die bereitgestellte Basisschicht auf eine Rauhigkeit von 
hochstens 1 nm rms, vorzugsweise hochstens etwa 0,5 nm rms poliert. 

Die Deckschicht wird auf diese Basisschicht vorzugsweise durch ein CVD- 
Verfahren (CVD „Chemical Vapour Deposition"), wie insbesondere ein PICVD- 
Verfahren (PICVD „Plasma Impulse CVD"), PACVD-Verfahren (PACVD 
„Plasma Assisted CVD") oder PECVD-Verfahren (PECVD „Plasma Enhanced 
CVD") aufgebracht. Es konnen jedoch auch andere im Stand der Technik be- 
kannte Verfahren wie beispielsweise ein Sol-Gel-Verfahren, ein PVD- 
Verfahren (PVD ..Physical Vapour Deposition") und/oder Sputtern. ggf. unter- 
stutzt durch lonenbeschuS, verwendet werden. 

Bel einem CVD-Verfahren werden durch Umsetzen von anorganischen oder 
organischen Vorlaufermaterialien und Niederschlagen der Reaktionsprodukte 
auf eine Oberflache Beschichtungen auf der Oberfl§che hergestellt. 

Bei einem PECVD-Verfahren werden sich in einer Gasphase, einem soge- 
nannten „Plasma", befindliche organische oder anorganische Vorlaufer der zu 
bildenden Schicht durch eine Glimmentladung aktiviert. Die Reaktionsprodukte 
schlagen sich dann als dunne Schicht auf der zu beschichtenden Oberflache 
nieder. So hergestellte Schichten weisen eine hohe Packungsdichte (> 98%) 
auf und sind sehr stabil gegenuber Umgebungseinflussen. 

Bei einem PICVD-Verfahren werden Vorlaufermaterialien des zu bildenden 
dielektrischen Materials in gasformigen Zustand zusammen mit Sauerstoff und 
ggf. einem TrSgergas, direkt in eine Mikrowellenentladungskammer gebracht 
und dieses Gemisch, d.h. das Plasma, durqh eine Mikrowellenentladung ge- 
zundet. Die Schritte Einlassen des Plasmas in die Beschichtungskammer und 
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Zunden durch einen Mikrowellenimpuls werden mehrfach durchgefOhrt. so 
dass sich ein „gepulster" Verfahrensablauf ergibt Dieses Verfahren zeichnet 
sich durch hohe Abscheideraten (typischerweise 5 bis 15 nm/s) und gute Ho- 
mogenitSit (beispielsweise eine Abweichung < 1,5% uber einen Radius von ca. 
90 mm) aus. 

Bel Sputterverfahren konnen als Sputtertarget neben Reinstoffen (Elemente 
und einfache Verbindungen) auch Glaser, Giaskeramiken und Keramiken die- 
nen. Auf diese Weise konnen auch komplexe Zusammensetzungen als Deck- 
schicht realisiert werden. 

Vorzugsweise wird eine Deckschicht aufgebracht, welche Sillziumdioxid um- 
fasst. Eine derartige Deckschicht kann gegebenenfalls mit den vorstehend ge- 
nannten Dotiermittein dotiert sein. Diese Dotierung kann dazu verwendet wer- 
den. den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Deckschicht dem der 
Basisschicht anzupassen. In der Regel wird ein seiches Anpassen nicht erfor- 
derlich sein, da beispielsweise Quarzglas bereits einen relativ geringen Aus- 
dehnungskoeffizienten aufweist und ferner die Deckschicht gemaS beyorzug- 
ter Ausfuhrungsformen im Vergleich zur Basisschicht relativ dunn ist. 

Die Deckschicht wird vorzugsweise in einer Starke bzw. Dicke von 0,01 bis 
100 pm, mehr bevorzugt von 0,1 bis 50 pm, am meisten bevorzugt 0,1 bis 10 
pm aufgebracht. Sofern ein Polieren der Deckschicht erforderlich ist und da- 
durch ein Teil der Deckschicht durch den Poliervorgang abgetragen wird, wird 
eine Schichtdicke aufgetragen, welche der Summe aus gewunschter Dicke der 
Deckschicht und der Dicke der durch das Polieren abgetragenen Schicht ent- 
spricht. 

Nach dem Aufbringen der Deckschicht kann diese gegebenenfalls poliert wer- 
den. GemaS bevorzugter Ausfuhrungsformen weist die Deckschicht jedoch 
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bereits durch den Auftragungsprozess die erforderliche OberflSchenrauhigkeit 
von hochstens 0,5 nm rms. mehr bevorzugt hOchstens 0,2 nm rms, besonders 
bevorzugt hochstens 0,1 nm rms, auf. Sofem die Oberfiachenrauhigkeit dieser 
Deckschicht noch oberhalb des erforderlichen Wertes liegt, wird die Schicht 
vorzugsweise poliert. 

Die Deckschicht kann gegebenenfalls durch ein lonenstrahlverfahren (soge- 
nanntes Jon Beam Figuring (IBF)") oder auch durch magnetorheologisches 
Polieren nachbearbeitet werden. 

Beim IBF-Verfahren wird ein lonenstrahl als Werkzeug zum Entfernen einer 
gewunschten Dicke von Material auf einer Oberflache verwendet. Da die Atz- 
rate des lonenstrahls gering ist (typischer Weise 100 nm/min) ist dieses 
Verfahren nur zum Entfernen einer geringen Dicke von Material (max. einige 
pm) geeignet, Beim „lon Beam Figuring" werden quasi einzelne Atomlagen 
durch lonenbeschuss entfernt. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die VenA/endung des erfindungsge- 
ma&en Substrats als ein Substrat fur Masken, Mask-Blanks und/oder optische 
Elemente (Spiegel) fur die Mikrolithographie, insbesondere die EUV- 
Lithographie bzw. -Mikrolithographie. 

Das erfindungsgemaBe Substrat eignet sich zur Herstellung von Masken fur 
die EUV-Lithographie. Zur Herstellung einer solchen Maske wird die Oberfla- 
che des erfindungsgemaUen Substrats mit einer EUV-Strahlung reflektieren- 
den Oberflache versehen, welche durch bekannte Verfahren in eine struktu- 
rierte Maske weiterverarbeitet wird. ErfindungsgemaR umfasst der Begriff 
„Maske" sowohl unstruktu rierte Masken, sogenannte Mask-Blanks, als auch 
strukturierte Masken. 



2. August 2002 



-11 - 



Die vorliegende Erfindung betrifFt somit auch ein Mask-Blank, welche das er- 
findungsgema&e Substrat und eine EUV-Strahlung reflektierende Oberfl^che 
umfasst. 

Mit dem erfindungsgemd&en Substrat konnen auch weitere optische Elemen- 
te, wie Spiegel, fOr die Mikrolithographie, insbesondere die EUV-Llthographie, 
hergestellt werden, welche das erfindungsgemalie Substrat und im Falle eines 
Spiegels eine reflektierende Beschichtung umfassen. Ein derartiger Spiegel 
kann sowohl eine ebene Oberflache als auch eine gewolbte Oberflache auf- 
weisen. Urn dem Spiegel eine gewolbte Oberflache zu verleihen, kann die Ba- 
sisschicht in der gewiinschten Endform bereitgestellt werden. AnschlieBend 
werden die Deckschicht, ggf. eine Haftschicht und eine reflektierende Schicht 
aufgebracht. 
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Titel: Mindestens zweischichtiges Substrat fur die Mikrolithographie 

Unsere Akte: P 1885 

Aktenzeichen: 

Anspruche 



2. Substrat insbesondere fur die EUV-Mikrolithographie, umfassend min- 
destens eine Basisschicht und mindestens eine Deckschicht, wobei die 
Basisschicht einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von hSchs- 
tens 0,1 ppm/°C aufweist und wobei die Deckschicht einen thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von hochstens 1 ppmrc aufweist. 

3. Substrat nach Anspruch 1, wobei die Basisschicht Keramik und/oder 
Glaskeramik umfasst. 

4. Substrat nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Basisschicht Zerodur®, Ze- 
rodur IVI®, ClearCeram®, oder cordierithaltige Keramiken umfasst. 

5. Substrat nach einem der vorangehenden Anspruche, wobei die Deck- 
schicht Siliziumdioxid umfasst. 

6. Substrat nach einem der vorangehenden AnsprQche, wobei die Deck- 
schicht dotiertes Siliziumdioxid umfasst. 

7. Substrat nach Anspruch 5, wobei die Deckschicht Ti02, andere Metall- 
oxide, F und/oder ein Gemisch dieser Komponenten als Dotiermittel um- 
fasst. 

8. Substrat nach einem der vorangehenden Anspruche, wobei die Deck- 
schicht eine Dicke von 0,01 bis 100 [xm umfasst. 

9. Substrat nach einem der vorangehenden Anspruche, wobei die Deck- 
schicht eine Oberflachenrauhigkeit von hochstens 0,5 nm rms aufweist. 

J:\Patente\WINDOWS\BRIEREbe\P1885Ebe\P1885.cIoc 
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10. Verfahren zur Herstellung eines Substrat nach einem der Anspruche 1 
bis 8, umfassend die Schritte 

(a) Bereitstellen einer Basisschicht, welche einen thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten von hochstens 0,1 ppm/°C aufweist. 

(b) Aufbringen einer Deckschicht, welche einen thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten von hochstens 1,0 ppnnrc aufweist, und 

(c) gegebenenfalls Polieren der Deckschicht. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Deckschicht durch ein CVD- 
Verfahren, insbesondere ein PECVD-, PACVD oder PICVD-Verfahren 
aufgebracht wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Deckschicht durch ein 
IBF-Verfahren nachbehandeltwird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, wobei die Deckschicht in 
einer Schichtdicke von 0,01 pm bis 100 pm aufgebracht wird. 

14. Verwendung eines Substrats nach einem der Anspruche 1 bis 8 in der 
Mikrolithographie. 

15. Verwendung nach Anspruch 13, wobei das Substrat in der EUV- 
Lithographie verwendet wird. 

16. VenA/endung nach Anspruch 13 oder 14 als Substrat fur einen Spiegel. 

17. VenA/endung nach Anspruch 14 als Substrat fur eine Maske. 
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Mask-Blank, umfassend ein Substrat nach einem der Anspruche 1 bis 8 
und eine strukturierbare, EUV-Strahlung reflektierende Oberflache. 



-1 . 
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Titel: Mindestens zweischichtiges Substrat fur die Mikrolithographie 

Unsere Akte: P 1885 

Aktenzeichen: 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Substrat insbesondere fur die EUV- 
Mikrolithographie, die Herstellung eines derartigen Substrats, sowie die Ver- 
wendung dieses Substrats ais Substrat fur Spiegel und/oder Masken bzw. 
Mask-Blanks in insbesondere der EUV-Mikrolithographie. 
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